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半导体集成电路
快闪存储器测试方法

1 范围

本标准规定了半导体集成电路快闪存储器电参数、时间参数和存储单元功能测试的基本方法。

本标准适用于半导体集成电路领域中快闪存储器电参数、时间参数和存储单元功能的测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T17574—1998 半导体器件 集成电路 第2部分:数字集成电路

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
快闪存储器 flashmemory
一种非易失存储器,具有电可擦除可编程的特性,主要特点是可以对大区块进行快速的读写。

3.2 
最坏情况条件 worstcasecondition
把电源电压、输入信号、负载在标称范围内的最不利条件同时加到被测快闪存储器上构成的。

4 一般要求

4.1 设备和条件

快闪存储器的电特性测试不限定具体方式和设备,宜在自动测试系统上进行,具体包括但不限于测

试机、探针台、高低温冲击设备和示波器。

在电参数测试时,应制定测试向量,使快闪存储器处于所需的工作状态后才能开始测试,关于测试

向量的一般性要求应符合4.2的规定,测试流程参见附录A。

除另有规定外,快闪存储器测试应在环境气压为86kPa~106kPa、相对湿度为35%~80%的范围

内进行。测试温度应符合GB/T17574—1998 第Ⅳ篇 第1节 2.1.2的规定。

测试不同参数时的最坏情况可能是不一样的,如果并非全部测试条件都取最不利的数值,则用 “部
分最坏情况条件”加以区别,并应同时指明与最坏情况的偏离。

4.2 电参数测试向量

所用向量应为功能测试证明正确的向量,且输出逻辑状态符合设计指标要求。
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